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１．概要（Summary） 

 カーボンナノチューブ（CNT）ネットワークをチャネルに

利用した電界効果型トランジスタに対して高線量ガンマ線

を照射し，照射による電気特性の変化を観測した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 多目的ドライエッチング装置 

 全自動スパッタ装置 

【実験方法】 

SiO2/p+-Si基板表面に Al2O3をゲート絶縁膜に用い

た埋め込み式バックゲート型構造の CNT ネットワー

クトランジスタを作製した．埋め込み式バックゲート

や金属電極のパターニング等は NIMS の技術補助を

利用して実施した．金属電極のパターニング及び埋め

込み式バックゲートの作製は，高速マスクレス露光と

金属薄膜の EB（電子ビーム）蒸着を用いたリフトオ

フプロセスに加え，Al2O3 膜のスパッタ蒸着とドライ

エッチングを用いて行われた．作製後のデバイスに対

して 50 kGyのガンマ線を照射し，照射前後のドレイ

ン電流－ゲート電圧特性（ID-VGS 特性）を評価した． 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

 Fig. 1 に作製したデバイスの SEM（走査型電子顕

微鏡）像を示す．それぞれ，チャネル長を 20m，チ

ャネル幅は 100 mとした． 

 Fig. 2にガンマ線照射前後の ID-VG特性を示すよう

に，ガンマ線の照射により閾値はシフトした．この原

因の１つとして，Al2O3 膜中に捕獲電荷が形成された

ことが考えられる．ガンマ線の強度と捕獲電荷の形成

箇所及び密度との相関を解明することが，今後の課題

である． 

４．その他・特記事項（Others） 
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６．関連特許（Patent） 

なし 
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Fig. 2 ID-VGS characteristics of CNT network 
transistor before and after gamma irradiation. 

Fig. 1 SEM image of CNT network transistor. 


